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                                                               E M E N T A 
Generalidades sobre o microscópio eletrônico de varredura, MEV, e as técnicas de análise no 
MEV. Fundamentos físicos correlatos às técnicas de microscopia eletrônica de varredura. O 
microscópio eletrônico de varredura. Imagens no MEV. Análise químico qualitativo. Análise químico 
quantitativo. Difração de elétrons retrodispersados. 
 
                                                  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1.Generalidades  sobre o microscópio  eletrônico de varredura, MEV, e as técnicas de 
análise no MEV (2 H).Configuração básica; técnicas de análise; exemplos de análises em 
diversas aplicações em ciência dos materiais. 
2.Fundamentos físicos correlatos às técnicas de microscopia eletrônica de varredura 
(6 H).Comprimento de onda de de Broglie, anéis de Airy, critério de Rayleigh, resolução 
espacial, dispersão de elétrons pela amostra, informações geradas pela interação elétron-
amostra, fundamentos da obtenção de imagens, fundamentos das técnicas analíticas. 
3.O microscópio eletrônico de varredura (4 H). 
Fontes de elétrons, processos de emissão, caraterização do feixe de elétrons; sistemas de 
desvio, desviadores eletrostáticos, desviadores magnéticos; lentes magnéticas, aberrações; 
detectores; resolução; 
4.Imagens no MEV (4 H). Generalidades sobre as imagens com elétrons secundários e 
com elétrons retroespalhados, formação e detecção das imagens, estadística dos elétrons 
na formação de imagens. 
5.Análise químico qualitativo (4 H). Modelo atômico de Bohr, modelo quântico do átomo 
de hidrogênio, a tabela periódica dos elementos químicos, fundamentos físicos da emissão 
de raios-X pela amostra, espectros de emissão de raios X (EDS, WDS, XRF), caraterização 
dos picos de radiação caraterística no espetro de emissão de raios X por dispersão de 
energia, exemplos típicos de interferência (superposição) entre diversas radiações 
caraterísticas no analise por EDS, informação não representativa. 
6.Análise químico quantitativo (4 H). Resolução espacial, resolução em energia, 
resolução em comprimento de onda, energia de excitação, sobrevoltagem, probabilidade de 
ionização, análise quantitativa e semiquantitativa com e sem padrões de referência, técnica 
Cliff-Lorimer,  fator de correção ZAF limite de detecção, detecção de traças, precisão, 
confiabilidade, intervalos de confiabilidade, o detector, a eletrônica, tempo de 
processamento, tempo morto. 
7.Difração de elétrons retrodispersados (6 H).Condições de difração elástica e inelástica, 
difração de Kikuchi, padrões de difração no MEV, transformada de Hough, indexação de 
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padrões de difração, textura cristalográfica, microtextura e mesotextura, figuras de polo e 
função de distribuição de orientações cristalográficas (ODF, sigla em inglês), reticulado de 
coincidência, tipos de contornos de grão, função de distribuição de mesorientações (MDF, 
sigla em inglês),anisotropia de deformação plástica. 
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